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 چکیده

گیت های منطقی بر پایه ترانزیستور اثر میدانی نانو لوله کربنی در در این پژوهش به بررسی مدل سازی 

 ,Inverter, AND پردازیم. از مدل دانشگاه استنفورد برای مدل سازی گیت های می  HSPICEشبیه ساز

NAND  استفاده کردیم. با تغییر ساختار فیزیکیCNTFET  از قبیل ,Pitch , Lg Tube کاهش توان ،

افزایش  PDPها توان مصرفی و  نانو لولهخیر را مشاهده کردیم. با افزایش تعداد افزایش تأو  PDPمصرفی و 

یابد. در مرحله بعدی فاصله ی بین لوله ها را کاهش دادیم که کاهش جزیی را در خیر کاهش یافته میو تأ

ر پارامترهای را مشاهده کردیم. سپس با ثابت نگه داشتن سای PDPمقدار پارامترهای توان و تاخیر و 

 PDPخیر و ار پارامترهای توان و تأکه کاهش قابل توجهی در مقدرا کاهش داده طول گیت  CNTفیزیکی 

 داشتیم و که کارایی و عملکرد افزاره بهبود خواهد یافت.

 

 HSPICE  ،PDP شبیه ساز ترانزیستور اثر میدانی نانو لوله کربنی،گیت های منطقی ،  کلمات کلیدی:


